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ABSTRAK 

Kajian ini dilakukan adalah untuk menyediakan filem nipis Aurum yang berbagai 

ketebalan. Sampel lilem nipis Aurum disediakan melalui kaedah pereikan menggunakan 

alat penyaIut pereikan model SC7610. Sampel yang dihasilkan ditentukan nilai 

kerintangan dan kekonduksian elektrik dengan menggunakan aIat penduga empat titik. 

Sampel J yang mempunyai anggaran ketebalan 146.88 run adalah merupakan sampel 

yang mempunyai kerintangan paling rendah iaitu 2.041 x 10 I Clem manakala 

kekonduksian elektrik yang paling tinggi iaitu 4.901 x 10 -2 (}-I em-t , Transmisi optik 

bagi filem nipis Aurum dikaji rnenggunakan alat Spektrofotorneter UV-VIS dengan 

panjang gelombang yang berbeza dalam julat 300 nm hingga 1000 nm. Nilai transmisi 

optik adalah berkadar terus dengan panjang gelombang. Transmisi optik pula didapati 

berkadar songsang dengan pertambahan ketebaIan sampel. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to prepare Aurum thin film with various thickness. Aurum 

thin film sample is prepared through sputtering method by using the sputter coater 

SC7610 model. The value of resistivity and conductivity of the sample is determined by 

four point probe. Sample J with approximation thickness is 146.88 nm has the lowest 

resistivity which is 2.041 x 10 1 Clcm while the electrical conductivity is the highest 

which is 4.901 x 10 -2 Cl-I em-I. The optical transmission of Aurum thin film is studied 

by using the Spectrofotometer UV -VIS with various wavelength in the range of 300 run 

until 1000 run. Optical transmission is proportional with the wavelength. Optical 

transmission is inversely proportional with the sample thickness. 
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BABt 

PENDABULUAN 

1.1 PENGENALAN 

Teknologi filem nipis adalah antara teknologi yang terpenting dalam bidang elektronik. 

Filem nipis digunakan sebagai konduktor, kapasitor, perintang serta lain-lain peranti 

elektronik. Peranti filem nipis berkembang dengan begitu pesat kerana dapat membantu 

penggunaan bahan mentah tempatan selain daripada keperluan komersial dan prestasi 

tinggi. Tambahan pula, peranti filem nipis juga adaIah ringan, menjimatkan kos dan 

tenaga serta digunakan untuk pembangunan angkasa dan juga dalam bidang ketenteraan. 

Filem nipis mempunyai kekonduksian elektrik yang tinggi. Sifat elektrik adaIah amat 

penting bagi menentukan kualiti dan kebolehan sesuatu filem nipis (Burhanuddin, 1999). 

Filem nipis adalah lapisan berstruktur yang mempunyai ketebalan daripada satu 

nanometer sehingga beberapa mikrometer. Peralatan elektronik semikonduktor dan 

salutan optik adaIah aplikasi atau kepentingan utama bagi pembinaan filem nipis. Filem 

nipis juga diaplikasikan dalam lilac berfrekuensi tinggi dan lilac yang berketumpatan 

tinggi kerana kelebihan filem nipis dalam kualiti, kebolehlenturan, kes1abilan dan 

kebolehpercayaan yang tinggi. Secara amnya, terdapat satu keperluan untuk kesemua 
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fitem untuk menjadi salutan yang ra~ menjadi butir yang baik dengan serupa dan tebal 

filemnya dapat dihasilkan 

Pelbagai cara telah digunakan untuk menyediakan filem nipis. Antaranya 

adalah penyejatan terma. penyejatan alur elektron. kaedah pemendapan wap kimia (CVD) 

dan secara percikan (Burhanuddin.l999). Semua kaedah dilakukan dalam keadaan vakum 

kerana kurang kehadiran bendasing dan supaya kualiti logam lebih baik. Keadaan vakum 

juga penting kerana atom logam boleh bergerak lurus tanpa banyak perlanggaran dengan 

molekul-molekul gas. 

Kaedah percikan adalah merupakan kaedah yang paling berkesan kerana ciri-ciri 

filem yang dihasilkan adalah lebih baik jika dibandingkan dengan kaedah yang lain. 

Kaedah percikan menghasilkan filem yang mempunyai ketulenan tinggi kerana kurang 

bendasing dan dapat mengawal kandungan sebatian dengan baik. Sifat elektrik dan 

optiknya juga didapati lebih baik berbanding filem yang dihasilkan dengan 

mengggunakan kaedah lain. Selain itu, terdapat juga kaedah lain yang boleh digunakan 

tetapi kaedah tersebut jarang dibincangkan kerana keadaannya yang kurang berkesan. 

Teknologi filem nipis mempunyai kepentingan bagi menjimatkan bahan mentah 

dan juga menjimatkan tenaga . Pada dasarnya.teknologi filem nipis dibangunkan untuk 

mengurangkan kos sistem fotovoltaik (PV). 1ni disebabkan oleh modul filem nipis 

dijangkakan mejadi lebih murah untuk dibangunkan kerana kos pembuatan, tenaga dan 

bahan telah dikurangkan. 
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1.2 TUJUAN 

Kajian ini dilakukan adaJah bertujuan \Dltuk menyediakan filem nipis Aurum dengan 

menggunakan kaedah percikan dan untuk mengulrur kerintangan dan kekonduksian serta 

sifat optik transmisi. Alat penduga empat titik digunakan untuk mengukur 

kerintangannya manakala untuk mendapatkan spektrum transmisinya, alat 

spektrofotometer UV -VIS diglDlakan. Dengan mengukur nilai rintangan dan juga nilai 

peratusan transmisi optik bagi sampel Aurum ini, kualiti filem nipis Aurum dapat 

ditentukan. 

1.3 OBJEKTIF KAnAN 

Antara objektif yang mahu dicapai dalam kajian ini adalah: 

1. Menyediakan filem nipis Aurum menggunakan kaedah percikan 

2. Menentukan kerintangan dan kekonduksian sampel menggunakan alat penduga 

empat titik. 

3. Mengkaji perhubungan di antara nilai transmisi dengan panjang gelombang serta 

nilai transmisi dengan ketebalan filem menggunakan alat Spektrofotometer UV

Vis. 
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1.4 SKOP KAJIAN 

Kajian ini adalah menyediakan filem nipis Aurum menggunakan kaedah percikan. Bagi 

eksperirnen pencirian sampeI, sifat optik transrnisi dan sifat elektrik kerintangan dan 

kekonduksian dikaji. Nilai rintangan akan diperoleh rnelalui pengukuran yang dilakukan 

rnenggunakan alat penduga empat titik. Bagi mendapatkan nilai transmisi optik pula, 

kajian ini akan melihat nilai dalam cahaya nampak dan alat yang digunakan adalah 

spektrofotometer UV -VIS. 



BAB2 

KAnAN LITERA TUR 

2.1AURUM 

Aunnn atau emas adalah logam lembut dan biasanya dialoikan untuk menjadi lebm kuat 

dan karnt menemngkan jumlah kehadimn emas (24 karat adalah emas tulen). Emas 

adalah logam yang berwama kuning dan selepas dibersihkan dan diasingkan, ia mungkin 

berwama hitam, merah delima atau ungu. Aurum adalah logam yang mempunyai nombor 

atom 79 dalam jadual berk:ala. Takat lehur Aurum adalah tinggi iaitu pada suhu 1338 K 

manakala takat didihnya pula adalah 3080 K. Keadaannya adalah pepejal pada suhu 298 

K Sebatian Aurum yang paling umum adalah Aurik K10rida (Au CI3) dan Asid 

?i 
w· ,..,; 
::10-0 
~,." 
~:=o 

r!:~ 
~ (;7 

;;~ 
~?; 
~~ 

Kloroaurik (H Au C14). Ia tidak terjejas oleh udara dan reagen. Emas ditemui bebas ~--. 

semulajadi dan bercampur dengan q~ pyrite dan mineral yang lain Antara kegunaan 

Aurum dalam industri elektronik adalah sebagai logam pengalir atau konduktor elektrik. 

tTl 
l:. 
:. ~ 
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2.2SEMIKONDUKTOR 

Tingkat keadaan bagi semikonduktor tidak penuh terisi. Jadi apabila suhu rneningkat, 

elektron akan dapat mengisi ruang yang tidak terisi. Semikonduktor mempunyai jalur 

konduksi yang kosong manakalajalur valens dipenuhi elektron. Jurang tenaga bagi bahan 

adalah amat kecil ( Muhammad Yahya, 1989). 

Semikonduktor merupakan suatu bahan yang sifat elektroniknya berada di antara 

sifat penebat dan logam. Dalam semikonduktor, kesemua elektron berada pada jalur 

valens dan tiada elektron yang terdapat pada jalur konduksi. Oleh yang demikian, 

semikonduktor adalah pengkonduksi yang lemah pada sOOu bilik. Pembawa cas 

semikonduktor terdiri daripada lohong dan elektron. 

Selepas teori jalur dikemukakan, Wilson adalah orang pertama yang 

fizikal semikonduktor iaitu pada tabun 1931 (Muhammad 

Yahya, 1989). Antara sifat khas semikonduktor adalah : 

a) mempunyai kerintangan antara 1()A- 3 sehingga 10"6 ohm meter 

b) kuasa termoelektrik yang tiggi 

c) kuasa tidak mematuhi hukum ohm 

d) pekali rintangan yang negatif 

e) peka terhadap cahaya 
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2.3 SIFAT ELEKTRIK FILEM NIPIS AURUM 

Teori elektronik kuantwn moden menyatakan bahawa elektron menyebabkan 

kekonduksian elektrik berlaku dalam sesuatu bahan. Serakan elektron pada kekisi pula 

menyebabkan kerintangan elektrik terhasil. Elektron boleh terus melalui kekisi yang 

sempuma disebabkan sifat gelombang dan juga sentiasa mengalami serakan ketika 

melahri pepejal. Apabila satu atom bendasing larot Ire dalam sesuatu logam, ia akan 

membawa cas elektrik berkesan yang berlainan daripada logam asal. Jadi, ia akan 

bertindak sebagai sumba kepada serakan elektron. Dengan bertambahnya kepekatan 

bendasing, kerintangan bahan juga rneningkat sehingga kerintangan rnaksimum dengan 

komposisi aloi lebih kurang separuh bahan bendasing (Maissel, 1983). 

Sifat elektrik dan optik filem nipis Aurwn bergantung kepada komposisi dalam 

bahan dan juga cam pembuatan filem. Untuk mengkonduksikan elektrik, cas pembawa 

pada lapisan filem haruslah mempunyai ketumpatan yang tinggi. Pembawa ini adaIah 

elektron bebas dan kekosongan oksigen dalam populasi yang menghasilkan penyerapan. 
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2.4 TEORI KAEDAH PERCIKAN (SPUITERlNG) 

Percikan adalah satu teknik yang digunakan untuk memendapkan filem nipis daripada 

bahan ke atas satu permukaan. Dengan rnenghasilkan plasma berbentuk gas kemudian 

memecutkan ion-ion daripada plasma tersebut ke dalam beberapa punca bahan. Punca 

bahan seterusnya dihakis oleh ion-ion melalui pemindahan tenaga dan dipancarkan dalam 

bentuk zarah neutral sarna ada atom, kumpulan atom atau molekul. Apabila zarah neutral 

ini dipancarkan, ia akan bergerak dalam keadan lurus kecuali berlanggar dengan zarah 

yang lain atau pennukaan. Percikan didorong oleh pertukaran momentum an tara ion-ion 

dan atom-atom dalam bahan disebabkan perlanggaran. 

Jumlah atom yang dipancarkan daripada pennukaan zarah dipanggil hasil 

percikan dan satu ukuran penting bagi kecekapan dalam proses percikan. Selain itlly basil 

percikan bergantung kepada tenaga ion, jisim ion dan sasaran ion serta ibtan tenaga 

atom dalarn pepejal. Ion-ion untuk proses percikan dibekalkan sarna ada oleh plasma 

yang dibasilkan dalam peraIatan percikan atau oIeh pemecut eIeIctron. Dalam plasma 

peralatan percikan, pelbagai teknik digunakan untuk mengubahsuai sifat plasma, 

terutarnanya ketumpatan ion untuk mencapai keadaan percikan yang optimum tennasuk 

penggunaan frequensi radio (RF), arus ulang-alik, penggunaan medan magnet dan 

penggunaan voltan ke arab sasaran. 
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Percikan diaruhkan oleh turutan perlanggaran antara atom dengan tenaga kinetik 

yang lebih tinggi daripada tenaga lekitan (>eV). Percikan mempunyai tenaga ayunan 

yang jelas iaitu sarna atau lebih besar daripada tenaga ion pada tenaga maksimum yang 

dipindahkan oleh ion kepada sampel atom sarna dengan ikatan tenaga pada permukaan 

atom. Ayunan tersebut berada pada julat 10-100 e V. 

W£TY...-r£IU.OCK 

SAMPLE 
STAGE --t--....=~ 

TOP PLATE 

·l.·SHAPED 
GASKETS 

1~~III~~1 
.. M_r .......... eM• • 

• .--we """" 

o o 0" ¢" ce, =Q;-, 
--"",,,. - ----_. -.--~.;;~-==--~~ '.~ ~~~~.-~ 

~ ~.~~- ~ ,. 
--.-~ 

CABINET 

Rajah 2.1 'sputter coater model SC 7610~ 
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Basil percikan bergantung kepada tiga faletor utama iaitu : 

1. bahan sasaran 

2. jisam zarah yang menghentam 

3. tenaga zarah yang menghentam 

Dalamjulat tenaga percikan berlaku iaitu 10-5000 eV. hasil percikan meningkat dengan 

jisim zarah dan tenaga. 

r/ ~, lAltQl;l -A'~ 

1/ 

~ /=~ 
• II-

--

l 

Rajah 2.2 Operasi 'sputter coater' 
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